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１．概要（Summary） 

 半導体として有名な Si は、赤外波長域に高い透過率

を持つため、車載カメラなどのレンズに応用されてい

る。現在の Si レンズは切削・研磨により作製されて

いるため、非球面形状への加工が困難とされている。

そこで、Si をプレス成型することができれば、複雑な

形状への加工も可能だと考えられたが、Si では脆性破

壊が起こるため、プレス成型は困難とされていた。し

かし近年、融点付近で加圧する、いわゆるホットプレ

ス法で Si を成型できることが報告された[1]。しかし

ながら、ホットプレス法にも課題があり、ホットプレ

ス処理した Si の透過率は著しく低下してしまう。ま

た、高温・長時間の処理が必要である。そこで、我々

は直接通電加熱法という Si に電流を流しながら加

熱・加圧する手法を考案した[2]。直接通電加熱法の利

点としては、透過率を維持しつつ、低温・短時間で成

型できる点である。しかしながら、電流を流すことで

Si が低温・短時間で変形するメカニズムは解明されて

おらず、メカニズム解明が本研究の目的である。  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

   C02 分析走査電子顕微鏡  

【実験方法】  

  直接通電加熱処理（温度 1000℃、圧力 4.0 kN、保

持時間 10 min）した Si の中心部を A、端部を B とし

それぞれ切り出し・鏡面研磨した試料を EBSD 測定

した。取得した像は、電子チャネリングコントラスト

と面方位、オイラー角である。測定条件は、加速電圧

20 kV、引出電圧 1.9 kV、プローブ電流 Medium、コ

ンデンサレンズ 4、チルト 70 degree である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 に EBSD 測定結果を示す。電子チャネリング

コントラストから中心部（Ａ）の方が端部（Ｂ）より

結晶構造が乱れているということが分かる。また、面

方位からどちらも（100）面を保っているということ

が分かったが、オイラー角より中心部では結晶が回転

しており、端部では単結晶に近い構造が保持されてい

るということが分かった。 
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Fig.1 Results of EBSD observation. 


